
!"ન 1(અ) [3 મા'(]  
CE )પરેખાંકન માટે અે12ીફાયર પ6રમાણા ેAi, Ri અને Ro સમ9વાે.

જવાબ:
કાેમન અે'મટર (CE) *પરેખાંકનમાં, મુ/ પ0રમાણાે છે:

અાકૃ>ત:

કરંટ ગેઇન (Ai): અાઉટપુટ કરંટનાે ઇનપુટ કરંટ સાથેનાે ગુણાે8ર (Ic/Ib), સામા9 રીતે CE માં 50-200

ઇનપુટ રેCઝEF (Ri): બેઝ ટ'મ> નલ પર ઇનપુટ કરંટનાે @વરાેધ, CE માં 1-2kΩ

અાઉટપુટ રેCઝEF (Ro): કલેCર ટ'મ> નલ પર @વરાેધ, સામા9 રીતે CE માં 50kΩ

મેમરી ટH ીક: "CIR પ0રમાણાે - કરંટ ગેઇન, ઇનપુટ રેDઝEF, અને અાઉટપુટ રેDઝEF અેGHીફાયરની કાયKLમતા નMી કરે છે"

!"ન 1(બ) [4 મા'(]  
હીટ JસK ક પર ટંૂકી નાMધ લખા.ે

જવાબ:

અાકૃ>ત:

ઉPેશ: ઇલેCNાે0નક ઘટકાેમાંથી થમKલ નુકસાન રાેકવા માટે વધારાની ગરમીનું @વસજKન

   +Vcc
     |
     R
     |
     |C
B----|----+----Output
     |    |
     |   RC
  RB |    |
     |    |
  ---|    |---
 |   |    |   |
 |   |    |   |
 +---+----+---+
     |
     |
    GND

                        Fins
            |‾‾‾|‾‾‾|‾‾‾|‾‾‾|‾‾‾|‾‾‾|‾‾‾|‾‾‾|
            |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-----------+   |   |   |   |   |   |   |   |
| Transistor|___|___|___|___|___|___|___|___|
+-----------+
      Base
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ગરમી ઉQાદન

તાપમાનમાં 
વધારાે

Ic માં 
વધારાે વધુ પાવર 

વપરાશ

થમKલ EેTબUલટી 
પV@તઅાે

અા ચX તાેડાે

!કારાે: પેDસવ હીટ Dસ[ ક (અે\ુ'મ0નયમ/કાેપર 0ફF) અને અે]Cવ હીટ Dસ[ ક (ફેન સાથે)

થમ(લ રેCઝEF: અાેછી થમKલ રેDઝEF (°C/W) વધુ સારી ગરમી @વસજKન દશાKવ ેછે

સામSી: કાેપર (^ે_ વાહકતા), અે\ુ'મ0નયમ (હલકંુ, 0કફાયતી), ક`ાેDઝટ

મેમરી ટH ીક: "HARD Dસ[ ક - ગરમીન ેHeat Away using Radiation and Dissipation through metal sinks"

!"ન 1(ક) [7 મા'(]  
થમ(લ રનઅવે અને થમ(લ EેTબUલટીનુ ંવણ(ન કરા.ે ટH ાVWEરમાં થમ(લ રનઅવે કેવી રીતે દૂર કરી શકાય?

જવાબ:

અાકૃ>ત:

 

થમ(લ રનઅવે:

YાZા: a-b0રત c0Xયા dા ંટN ાefEર ગરમ થાય છે, જનેાથી વધુ કરંટ cવાહ અને વધુ ગરમી થાય છે

કારણ: તાપમાનમાં વધારાે Ico (લીકેજ કરંટ)માં વધારાે કરે છે જ ેIc વધારે છે

પ6રણામ: gે 0નયંhણ ન કરવામાં અાવે તાે ટN ાefEરનાે અં@તમ @વનાશ

થમ(લ EેTબUલટી:

YાZા: તાપમાન પ0રવતKન છતા ંeiર અાેપરે0ટ[ગ પાેઇj gળવવાની Lમતા

માપ: EેTબUલટી ફેCર (S) - અાેછા મૂ\ાે વધુ સારી eiરતા દશાKવે છે

થમ(લ રનઅવે દૂર કરવાના ઉપાયા:ે

હીટ JસK': વધારાની ગરમી દૂર કરવા માટે gેડાે

અે>મટર રેCઝEર: નકારાmક ફીડબેક અાપવા માટે અનબાયપાn RE શામેલ કરાે

વાે[ેજ 6ડવાઇડર બાયસ: વધુ સારી eiરતા માટે 0ફo બાયસ ને બદલે ઉપયાેગ કરાે

થમ(લ ક]ેFેશન: બાયસ સ0ક> ટમાં તાપમાન-સંવેદનશીલ ઘટકાે ઉમેરાે

મેમરી ટH ીક: "SHEER સુરLા - ગરમી માટે Dસ[p, અે'મટર રેDઝEસK, બાq કૂUલ[ ગ, અને મજબૂત બાયDસ[ ગ થમKલ રનઅવ ેઅટકાવે છે"

!"ન 1(ક) OR [7 મા'(]  
બાયJસK ગ પ^>તઅાેના !કારા ેલખાે. વાે[ેજ >વભાજક બાયJસK ગ પ^>તને >વગતમાં સમ9વાે.

જવાબ:
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પ^>ત `aરતા જ6ટલતા

0ફo બાયસ નબળી સરળ

કલેCર ફીડબેક મrમ મrમ

અે'મટર બાયસ સારી મrમ

વાેsેજ 0ડવાઇડર ઉ8મ જ0ટલ

બાયJસK ગ પ^>તઅાેના !કારા:ે

કાેbક: ટH ાVWEર બાયJસK ગ પ^>તઅાે

વાે[ેજ 6ડવાઇડર બાયJસK ગ સ6કc ટ:

વાે[ેજ 6ડવાઇડર બાયJસK ગ:

સ6કc ટ EHdર: બેઝ પર eiર વાેsેજ બનાવવા માટે ^ેણીમાં બે રેDઝEસK (R1, R2) વાપરે છે

અાેપરે6ટK ગ Jસ^ાંત: R2 પર વાેsેજ બેઝ બાયસ સેટ કરે છે, β વે0રઅેશન છતાં eiર રહે છે

ફાયદા: ^ે_ તાપમાન કાે`ેFેશન સાથેની સાૈથી eiર બાયDસ[ ગ તકનીક

સૂe: બેઝ વાેsેજ VB = Vcc × (R2/(R1+R2))

`aરતા: કલેCર કરંટથી લગભગ aતંh બેઝ વાેsેજ સાથે ઉv eiરતા ફેCર

મેમરી ટH ીક: "DIVE eiરતા માટે - 0ડવાઇડર તાપમાન અને β વે0રઅેશન માટે ખૂબ અસરકારક છે"

!"ન 2(અ) [3 મા'(]  
EેTબUલટી ફેfર અને તેની >વશેષતાઅા ેસમ9વા.ે

જવાબ:

    +Vcc
      |
      R1
      |
      +----+
      |    |
      R2   C1
      |    |
      +----+---> Base
      |
      |    +----+
      |    |    |
      RE   RC   C2
      |    |    |
      +----+----+---> Output
      |
     GND
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ઉv S

નીચું 
S

તાપમાન 
પ0રવતKન

EેTબUલટી ફેCર S

અeiર સ0ક> ટ

eiર 
સ0ક> ટ

અાકૃ>ત:

 

YાZા: EેTબUલટી ફેCર (S) માપે છે કે લીકેજ કરંટથી કલેCર કરંટ કેવી રીત ેબદલાય છે

સૂe: S = ΔIC/ΔICBO

અાદશ( મૂh: નીચું મૂ\ (S ≈ 1) વધુ સારી eiરતા દશાKવ ેછે

અસર કરતા પ6રબળા:ે બાયDસ[ ગ સ0ક> ટ 0ડઝાઇન, તાપમાન, અને ટN ાefEર પ0રમાણાે

મેમરી ટH ીક: "LESS અેટલે બેહતર - નીચા મૂ\ાે તાપમાન પ0રવતKન માટે eiર DસEમ સુ0નwxત કરે છે"

!"ન 2(બ) [4 મા'(]  
કાjે6ડK ગની ડાયરેf કપUલK ગ ટેકkનક વણ(વા.ે

જવાબ:

અાકૃ>ત:

YાZા: cથમ તબMાના કલેCરથી બીg તબMાના બેઝ સાથે સીધાે gેડાણ

     +Vcc
       |
       |
       RC1     RC2
       |       |
       +-----+ |
       |     | |
    +--+     +-+--+
    |  |     |    |
Q1  |C |    C|    | Q2
    |  |     |    |
    +--+     +-+--+
    |  |     | |
    E  |     E |
    |  |     | |
    +--+     +-+
       |       |
       RE1     RE2
       |       |
      GND     GND
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ફાયદા: કપUલ[ ગ ઘટકાેની જ*ર નથી, ઉ8મ 0નy-અાવતKન c@તસાદ

ગેરફાયદા: DC લેવz મેચ કરવા gેઈઅે, થમKલ 0ડN| Eેજ દીઠ વધે છે

ઉપયાેગાે: DC અેGHીફાયસK, ઇTj~ેટેડ સ0ક> ટ્સ, અાેપરેશનલ અેGHીફાયસK

મેમરી ટH ીક: "DIAL DC માટે - કેપેDસટર વગર સીધા gેડાણ 0નy અાવતKનાેને અેિGHફાય કરે છે"

!"ન 2(ક) [7 મા'(]  
બે તબlાના RC કપm અે12ીફાયરનાે અાવત(ન !>તભાવ સમ9વાે.

જવાબ:

nીoFી 6રpાેF કવ(:

બે-તબlાનાે RC કપm અે12ીફાયર:

સ6કc ટ EHdર: કપUલ[ ગ કેપેDસટસK �ારા gેડાયેલ બે ટN ાefEર અેGHીફાયસK

kનq-અાવત(ન !>તસાદ (f < f1): કપUલ[ ગ અને બાયપાસ કેપેDસટરની અસરાેને કારણે ગેઇન ઘટે છે

મr-અાવત(ન !>તસાદ (f1 < f < f2): મહ8મ ગેઇન Lેh, સપાટ c@તસાદ

ઉs-અાવત(ન !>તસાદ (f > f2): અાંત0રક કેપેDસટF અને 'મલર ઇફેCને કારણે ગેઇન ઘટે છે

બેt>વડ્થ: નીચલા કટઅાેફ (f1) અને ઉપલા કટઅાેફ (f2) અાવતKન વvેની રે�

કુલ ગેઇન: ���ગત Eેજ ગેઇનના ેગુણાકાર અાેછા કપUલ[ ગ નુકસાન

મેમરી ટH ીક: "LMH અાવતKન Lેhાે - 0નyમાં વધતાે ગેઇન, મrમાં સપાટ ગેઇન, ઉvમા ંઘટતાે ગેઇન"

!"ન 2(અ) OR [3 મા'(]  
અે12ીફાયરની બેt>વડ્થ અને ગેઇન-બેt>વડ્થ ઉvાદનને સંwxyમાં સમ9વાે.

જવાબ:

અાકૃ>ત:

    Gain (dB)
    ^
    |                 ___________
    |                /           \
    |               /             \
    |              /               \
    |             /                 \
    |------------/                   \---->Frequency
               f1                    f2
        Low frequency    Mid frequency    High frequency
          region           region          region
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Capacitor Type Low Frequency Mid Frequency High Frequency

Emitter Bypass Affects gain Full bypass No effect

Coupling Blocks signal Full coupling No effect

બેt>વડ્થ: નીચલા (f1) અને ઉપલા (f2) કટઅાેફ અાવતKનાે વvેના ેઅાવતKન રે� dાં ગેઇન મહ8મના ેઅાેછામા ંઅાેછા ે70.7% હાેય છે

સૂe: બે�@વડ્થ = f2 - f1 (Hz માં માપવામા ંઅાવે છે)

ગેઇન-બેt>વડ્થ ઉvાદન: અાપેલા અેGHીફાયર માટે ગેઇન ગુણાકાર બે�@વડ્થનું અચળ મૂ\

મહz: અેGHીફાયર કાયKLમતાની મૂળભૂત મયાKદાને દશાKવે છે

મેમરી ટH ીક: "BIG મૂ\ - બે�@વડ્થ અને ગેઇન વvે @વપરીત સંબંધ અચળ છે"

!"ન 2(બ) OR [4 મા'(]  
અે12ીફાયરના nીoFી 6રpાેF પર અે>મટર બાયપાસ કેપેJસટર અને કપUલK ગ કેપેJસટરની અસરાે સમ9વાે.

જવાબ:

કાેbક: કેપેJસટરની nીoFી 6રpાેF પર અસરાે

કેપેJસટરની અસરાે:

અે>મટર બાયપાસ કેપેJસટર:

હેતુ: ગેઇન વધારવા માટે અે'મટર રેDઝEરને બાયપાસ કરે છે

kનq અાવત(ન: ઉv ઇ�`ડF તરીકે કાયK કરે છે, ગેઇન ઘટાડે છે

સૂe: Xc = 1/(2πfC) 0નy અાવતKન પર વધે છે

કટઅાેફ અસર: RE સાથે નીચલી કટઅાેફ અાવતKન સેટ કરે છે

કપUલK ગ કેપેJસટર:

હેતુ: DC �લાેક કરે છે, તબMાઅાે વvે AC Dસ�લની મંજૂરી અાપ ેછે

kનq અાવત(ન: ઉv 0રઅેCF Dસ�લ ટN ાFફર અવરાેધે છે

!>તસાદ અસર: માેટી કેપેDસટF 0નy-અાવતKન c@તસાદ સુધારે છે

ફેઝ Jશ{: 0નy અાવતKનાેઅે ફેઝ Dશ| ઉQ� કરે છે

    Gain (dB)
    ^
    |     _______________
    |    /|              \
    |   / |               \
    |  /  |                \
    | /   |                 \
    |/    |                  \
    +-----|------------------|-----> Frequency
          f1                 f2
          |<---Bandwidth---->|
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પ6રમાણ ટH ાFફાેમ(ર કપm RC કપm

કપUલ[ ગ ઘટક ટN ાFફાેમKર કેપેDસટર અને રેDઝEર

કાયKLમતા ઉv (90%) નીચી (30-50%)

અાવતKન c@તસાદ મયાK0દત, છેડાઅાે પર નબળાે @વશાળ, 0નy અાવતKન પર વધુ સારાે

કદ અને વજન માેટંુ, ભારે કાે`ેC, હલકંુ

ખચK ઊચંાે નીચાે

ઇ�`ડF મેwચ[ ગ ઉ8મ નબળું

@વકૃ@ત નીચી ઊચંી

DC અાઇસાેલેશન સંપૂણK સારંુ

મેમરી ટH ીક: "CABLE અસર - કેપેDસટસK 0નy અાવતKન પર અવરાેધ તરીકે કાયK કરે છે, ઉv અાવતKન પર સુધારાે કરે છે"

!"ન 2(ક) OR [7 મા'(]  
ટH ાFફાેમ(ર કપm અે12ીફાયર અને RC કપm અે12ીફાયરની સરખામણી કરાે.

જવાબ:

કાેbક: ટH ાFફાેમ(ર કપm અને RC કપm અે12ીફાયસ(ની સરખામણી

અાકૃ>ત સરખામણી:

મેમરી ટH ીક: "TREE પ0રબળાે - ટN ાFફાેમKસK મજબૂત કાયKLમતા અને ઉ8મ ઇ�`ડF મેwચ[ ગ અાપ ેછે, RC ખચKની બચત કરે છે"

!"ન 3(અ) [3 મા'(]  
ટH ાVWEર |ુન કરેલ અે12ીફાયરનુ ંવણ(ન કરા.ે

જવાબ:

સ6કc ટ અાકૃ>ત:

ટN ાFફાેમKર કપ�             RC કપ�
    +Vcc                           +Vcc
      |                              |
      RC                             RC
      |                              |
      +-----|OOOO|-----+             +------||------+
      |     |OOOO|     |             |      CC      |
      C     |OOOO|     C             C              C
      |                |             |              |
      +                +             +              +
      |                |             |              |
     GND              GND           GND            GND
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YાZા: ચાેMસ અાવતKન બે�ન ેઅેિGHફાય કરવા માટે કલેCરમાં LC ટે� સ0ક> ટ સાથેનાે અેGHીફાયર

Jસ^ાંત: LC સ0ક> ટ fr = 1/(2π√LC) પર રેઝાેનેટ થાય છે, રેઝાેનF પર મહ8મ ગેઇન અાપે છે

બેt>વડ્થ: RC અેGHીફાયસK કરતા ંસાંકડી, �ુ� સ0ક> ટના Q ફેCર �ારા 0નધાK0રત

ઉપયાેગાે: RF અેGHીફાયસK, રે0ડયાે 0રસીવસK, વાયરલેસ કાે�ુ0નકેશન સ0ક> ટ્સ

મેમરી ટH ીક: "TRIP રેઝાેનF માટે - �ુ� રેઝાેનj સ0ક> ટ્સ ચાેMસ અાવતKનાે પર કાયKLમતા સુધારે છે"

!"ન 3(બ) [4 મા'(]  
ડાયરેf કપm અે12ીફાયર સંwxyમાં સમ9વા.ે

જવાબ:

સ6કc ટ અાકૃ>ત:

YાZા: કપUલ[ ગ ઘટકાે વગર સીધા gેડાણવાળાે મsી-Eેજ અેGHીફાયર

    +Vcc
      |
      |
      +----+
      |    |
      L    C
      |    |
      +----+
      |
      C1
      |
      +----+---Output
      |    |
      Q    RC
      |    |
      +----+
      |
     GND

    +Vcc
      |
      RC2
      |
      +------+---Output
      |      |
      C      RC1
      |      |
      +------+
      |
      E
      |
     GND
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કાય(પ^>ત: cથમ તબMાનાે કલેCર બીg તબMાના બેઝ સાથે સીધા ેgેડાય છે

ફાયદા: ઉ8મ 0નy-અાવતKન c@તસાદ, અાેછા ઘટકાે, કાે`ેC 0ડઝાઇન

ગેરફાયદા: DC બાયસ સમ�ાઅાે, થમKલ EેTબUલટી સમ�ાઅાે, તબMા દીઠ મયાK0દત ગેઇન

મેમરી ટH ીક: "COLD ફાયદા - કાે`ેC 0ડઝાઇન, ઉ8મ 0નy-અાવતKન c@તસાદ, અાેછા ઘટકાે, સીધું gેડાણ"

!"ન 3(ક) [7 મા'(]  
બે પાેટ(  નેટવક(મા ંh પ6રમાણાેનુ ંમહz વણ(વા.ે CE અે12ીફાયર માટે h-પેરામીટસ( સ6કc ટ દાેરાે.

જવાબ:

CE માટે h-પેરામીટર સમકx સ6કc ટ:

h-પેરામીટસ(નું મહz:

સાવ(>eક ઉપયાેગ: બધા ટN ાefEર *પરેખાંકન (CE, CB, CC) માટે કામ કરે છે

સરળ માપન: પેરામીટસK સરળ સ0ક> ટ્સના ેઉપયાેગ કરીને સીધા માપી શકાય છે

સંપૂણ( લxણાે: ચાર પેરામીટસK સાથે ટN ાefEર વતKનનું સંપૂણK વણKન કરે છે

સ6કc ટ અેનાUલJસસ: જ0ટલ ટN ાefEર સ0ક> ટ અેનાUલDસસ સરળ બનાવે છે

તાપમાન }તંeતા: સામા9 અાેપરે0ટ[ગ તાપમાન પર cમાણમાં eiર

CE માટે h-પેરામીટસ(:

h11 (hie): અાઉટપુટ શાેટK -સ0ક> ટેડ સાથે ઇનપુટ ઇ�`ડF

h12 (hre): 0રવસK વાેsેજ ટN ાFફર રેDશયાે 

h21 (hfe): ફાેરવડK  કરંટ ગેઇન (β)

h22 (hoe): ઇનપુટ અાેપન-સ0ક> ટેડ સાથે અાઉટપુટ અેડ'મટF

મેમરી ટH ીક: "FINE પેરામીટસK - ચાર ઇjરકનેCેડ નેટવકK  અેUલમેj્સ ટN ાefEરને સંપૂણKપણે �ા/ા�યત કરે છે"

!"ન 3(અ) OR [3 મા'(]  
ટH ાFફાેમ(ર કપm અે12ીફાયર અને ડાયરેf કપm અે12ીફાયરની સરખામણી કરાે.

જવાબ:

                 RC
      +-----+    |
      |     |    |
Input |    +++   | Output
 o----+---|>|----o
      |    +++   |
      |     |    |
      +--+--+    |
         |       |
        +++      |
        GND      |
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પ6રમાણ ટH ાFફાેમ(ર કપm ડાયરેf કપm

DC અાઇસાેલેશન સંપૂણK નથી

0નy અાવતKન c@તસાદ નબળાે ઉ8મ

કદ માેટંુ કાે`ેC

ઇ�`ડF મેwચ[ ગ ઉ8મ નબળું

@વકૃ@ત નીચી ઊચંી હાેઈ શકે

ખચK ઊચંાે નીચાે

જ0ટલતા મrમ સરળ

કાેbક: ટH ાFફાેમ(ર vs ડાયરેf કપm અે12ીફાયસ(

મેમરી ટH ીક: "TIP પસંદગી માટે - ઇ�`ડF મેwચ[ ગ અને પાવર ટN ાFફર માટે ટN ાFફાેમKર, 0નy અાવતKન માટે ડાયરેC"

!"ન 3(બ) OR [4 મા'(]  
કાેમન અે>મટર અે12ીફાયરનું સ6કc ટ ડાયાSામ દાેરા ેઅને સમ9વાે.

જવાબ:

CE અે12ીફાયર સ6કc ટ:

)પરેખાંકન: બેઝ પર ઇનપુટ, કલેCરથી અાઉટપુટ, અે'મટર બંનેમાં સામા9 છે

લxણાે: વાેsેજ ગેઇન ~50-500, કરંટ ગેઇન ~50-200, ફેઝ Dશ| 180°

ફાયદા: ઉv વાેsેજ ગેઇન, મrમ ઇનપુટ ઇ�`ડF, સારંુ વાેsેજ અેિGH0ફકેશન

     +Vcc
       |
       RC
       |
       +----||---o Output
       |    CC
       |
    +--+
    |  |
    |  C
    |  |
 ---+--+---
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 +--+--+--+
    |
    RE
    |
   GND
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ઉપયાેગાે: અાે0ડયાે અેGHીફાયસK, રે0ડયાે �ી�Fી અેGHીફાયસK, �awચ[ ગ સ0ક> ટ્સ

મેમરી ટH ીક: "GAIN લLણાે - ઉલટા અાઉટપુટ અને ના�ધપાh કાયKLમતા સાથે સારંુ અેિGH0ફકેશન"

!"ન 3(ક) OR [7 મા'(]  
ટH ાVWEર ટુ પાેટ(  નેટવક(  દાેરાે અને તેના માટે h-પેરામીટસ(નું વણ(ન કરા.ે હાઇT~ડ પેરામીટસ(ના ફાયદા લખાે.

જવાબ:

ટુ-પાેટ(  નેટવક(  અાકૃ>ત:

h-પેરામીટસ( સમીકરણાે:

V1 = h11I1 + h12V2

I2 = h21I1 + h22V2

h-પેરામીટસ(નું વણ(ન:

h11: અાઉટપુટ શાેટK -સ0ક> ટેડ સાથ ેઇનપુટ ઇ�`ડF (Ω)

h12: 0રવસK વાેsેજ ટN ાFફર રેDશયાે (અપ0રમાણ)

h21: ફાેરવડK  કરંટ ગેઇન (અપ0રમાણ)

h22: ઇનપુટ અાેપન-સ0ક> ટેડ સાથે અાઉટપુટ અેડ'મટF (સીમેF)

હાઇT~ડ પેરામીટસ(ના ફાયદા:

સરળ માપન: દરેક પેરામીટર ���ગત રીતે માપી શકાય છે

માનક સં�ા: ઉ�ાેગ અને શૈL�ણક Lેhમાં સાવK@hક aીકૃ@ત

સચાેટ માેડેલ: ટN ાefEર વતKનનું સટીક માેડેUલ[ ગ cદાન કરે છે

)પરેખાંકન લવચીકતા: બધા ટN ાefEર *પરેખાંકન માટે લાગુ

તાપમાન `aરતા: અાેપરે0ટ[ગ તાપમાન ^ેણી પર cમાણમાં eiર

મેમરી ટH ીક: "SMART પેરામીટસK - સરળ માપન, સચાેટ માેડેUલ[ ગ, @વ�સનીય, તાપમાન-eiર"

!"ન 4(અ) [3 મા'(]  
ડાUલ� �ટન પેર અને તેની અે�2કેશના ેસમ9વાે.

જવાબ:

ડાUલ� �ટન પેર સ6કc ટ:

       +-------------+
       |             |
 I1 -->+             +---> I2
       |   Two-Port  |
 V1 -->+   Network   +---> V2
       |             |
       +-------------+
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YાZા: બે ટN ાefEરનું *પરેખાંકન dાં cથમના ેઅે'મટર બીgના બેઝને ડN ાઇવ કરે છે

લxણાે: ખૂબ ઉv કરંટ ગેઇન (β1 × β2), ઉv ઇનપુટ ઇ�`ડF

નુકસાન: ઉv સે�ુરેશન વાેsેજ, અાેછી �awચ[ ગ �ીડ

ઉપયાેગાે: પાવર અેGHીફાયસK, માેટર ડN ાઇવસK, ટચ-સે�F0ટવ �aચ, ડાUલ� �ટન ICs

મેમરી ટH ીક: "HIGH ગેઇન - બે ટN ાefEસKનાે ઉપયાેગ કરીને ખૂબ જ વધારેલાે ગેઇન"

!"ન 4(બ) [4 મા'(]  
જ)રી ડાયાSામ સાથ ેડાયાેડ �ે]ર સ6કc ટનુ ંવણ(ન કરાે.

જવાબ:

પાેCઝ6ટવ �ે]ર સ6કc ટ:

YાZા: DC ઘટક ઉમેરીને વેવફાેમKને ઉપર/નીચે Dશ| કરતી સ0ક> ટ

!કારાે: પાેDઝ0ટવ �ે`ર (ઉપર Dશ|), નેગે0ટવ �ે`ર (નીચે Dશ|)

કાય(પ^>ત: કેપેDસટર cથમ અધK-ચX દર'મયાન ચાજK થાય છે, પછી DC લેવલ gળવે છે

ઉપયાેગાે: TV Dસ[ ક પz 0રEાેરેશન, પz માે ુલેશન સ0ક> ટ્સ, વેવફાેમK cાેસેDસ[ ગ

મેમરી ટH ીક: "CAPS અસર - કેપેDસટર અને ડાયાેડ gેડી Dસ�લને ચાેMસ DC લેવલથી Dશ| કરે છે"

!"ન 4(ક) [7 મા'(]  
OLED નું બાંધકામ, કાય( અને અે�2કેશન સમ9વા.ે

    +--+
    |  |
    |  C1    +--+
 ---+--+-----|  |
 |  |  |     |  C2   Output
 |  |  +-----|  |-----o
 |  B1 |     |  |
 o-----+-----|  |
    |     B2 |  |
    E1-------|  |
             E2 |
              --|--
               GND

               D
    Input o---|>|---+---o Output
              |     |
              C     R
              |     |
              +-----+
              |
             GND
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જવાબ:

OLED EHકચર:

OLED બાંધકામ:

લેયસ(: સબENેટ, અેનાેડ (ITO), ક�]Cવ લેયર, અે'મDસવ લેયર, કેથાેડ

સામSી: ઇલેCNાેડ્સ વvે અાેગ¡0નક સે'મક�Cર સામ~ી

!કારાે: PMOLED (પેDસવ મે0ટNp) અને AMOLED (અે]Cવ મે0ટNp)

કાય(પ^>ત:

>મકેkનઝમ: ઇલે]CNક કરંટ ઇલેCNાે\ુ'મ0નસF �ારા અાેગ¡0નક સામ~ીને cકાશ ઉ¢wજ>ત કરવા કારણ બને છે

!6�યા: ઇલેCNાેF અને હાેz અે'મDસવ લેયરમાં ફાેટાેF ઉQ� કરવા માટે રીકાે£ાઇન થાય છે

કાય(xમતા: બેકલાઇટ વગર સીધા ેcકાશ ઉ¢જKન, ઉv કાયKLમતા

ઉપયાેગાે:

6ડ�2ે: ¤ાટKફાેF, ટીવી, વેરેબz, 0ડwજટલ કેમેરા

લાઇ6ટK ગ: ¥લે¦pબલ અને પારદશKક લાઇ0ટ[ગ પેનલ

સાઇનેજ: ઉv-કાેjNાE 0ડwજટલ સાઇન અને TબલબાેડK

મેમરી ટH ીક: "OLED ફાયદા - અાેગ¡0નક સામ~ી, હલકંુ 0ડઝાઇન, કાયKLમ અાેપરેશન, સીધું ઉ¢જKન, E0ન[ ગ કાેjNાE"

!"ન 4(અ) OR [3 મા'(]  
LDR પર ટંૂકી નાMધ સમ9વા.ે

જવાબ:

LDR Jસ�ાેલ અને EHdર:

       +----------------+
       | Cathode (Metal)|
       +----------------+
       | Emissive Layer |
       +----------------+
       |Conductive Layer|
       +----------------+
       |   Anode (ITO)  |
       +----------------+
       |   Substrate    |
       +----------------+
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YાZા: લાઇટ 0ડપે�j રેDઝEર, અેક ફાેટાેરેDઝEર જનેાે રેDઝEF cકાશ સાથે ઘટે છે

સામSી: કેડ'મયમ સ§ાઇડ (CdS) અથવા કેડ'મયમ સેલેનાઇડ (CdSe)

Jસ^ાંત: ફાેટાેકંડ]C@વટી - cકાશ ઊgK ઇલેCNાેF મુ� કરે છે, વાહકતા વધારે છે

ઉપયાેગાે: લાઇટ સેFસK, અાેટાેમે0ટક લાઇ0ટ[ગ કંટN ાેલ, કેમેરા અેpપાેઝર DસEમ

મેમરી ટH ીક: "DARK રેDઝEF વધારે છે - ઘટતાે cકાશ અને વધતા ેઅંધકાર રેDઝEF ઊચંાે રાખે છે"

!"ન 4(બ) OR [4 મા'(]  
જ)રી ડાયાSામ સાથ ેડાયાેડ ��પર સ6કc ટનુ ંવણ(ન કરાે.

જવાબ:

પાેCઝ6ટવ ��પર સ6કc ટ:

YાZા: ¨ેશાે� ઉપર/નીચેના ઇનપુટ વેવફાેમKના ભાગાેને મયાK0દત (©�પ) કરતી સ0ક> ટ

!કારાે: પાેDઝ0ટવ ©�પર (પાેDઝ0ટવ ©�પ), નેગે0ટવ ©�પર (નેગે0ટવ ©�પ), બાયn ©�પર

કાય(પ^>ત: dારે Dસ�લ ¨ેશાે�ન ેવટાવે છે ªારે ડાયાેડ ક�C કરે છે, અાઉટપુટને મયાK0દત કરે છે

ઉપયાેગાે: વેવફાેમK શે'પ[ ગ, cાેટે«ન સ0ક> ટ્સ, Dસ�લ ક¬�શ0ન[ ગ

મેમરી ટH ીક: "CLIP તરંગાે - સ0ક> ટ ડાયાેડ ક�«નનાે ઉપયાેગ કરીન ેઇનપુટ પીpને મયાK0દત કરે છે"

!"ન 4(ક) OR [7 મા'(]  
હાફ વેવ અને ફુલ વેવ વાે[ેજ ડબલર સમ9વા.ે

જવાબ:

હાફ-વેવ વાે[ેજ ડબલર:

    Symbol              Structure
      ⌒   ⌒             +-------+
     /     \            |///////|
    +       +           |///////|
    |       |           +-------+
    +       +
     \     /
      ⌒   ⌒

              R
    Input o---www---+---o Output
                    |
                    |
                  __|__
                  \   /
                   \ /
                    V
                    |
                   GND
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ફુલ-વેવ વાે[ેજ ડબલર:

હાફ-વેવ વાે[ેજ ડબલર:

અાેપરેશન: નેગે0ટવ હાફ સાયકલ દર'મયાન, C1 પીક વાેsેજ સુધી ચાજK થાય છે; પાેDઝ0ટવ સાયકલ દર'મયાન, અાઉટપુટ 2Vp બને છે

અાઉટપુટ: પીક વે\ ુઇનપુટ પીકના બમણા સાથે પzે0ટ[ગ DC

6રપલ: ઉv 0રપલ સામ~ી

કાય(xમતા: ફુલ-વેવ કરતાં નીચી

ફુલ-વેવ વાે[ેજ ડબલર:

અાેપરેશન: બંને હાફ સાયકz અાઉટપુટમાં યાેગદાન અાપે છે, દરેક કેપેDસટર વૈક­®ક સાયકz દર'મયાન ચાજK થાય છે

અાઉટપુટ: પીક વે\ ુઇનપુટ પીકના બમણા સાથે વધુ ¤ૂધ DC

6રપલ: અાેછી 0રપલ સામ~ી

કાય(xમતા: હાફ-વેવ કરતાં ઉv

ઉપયાેગાે:

ઉs વાે[ેજ જનરેશન: CRT 0ડ¯Hે, ફાેટાેમ°sHાયસK

પાવર સ2ાય: અાેછા કરંટ, ઉv વાેsેજ અે�HકેશF

કેjેડ કને�ન: ડબUલ[ ગ ઉપરાંત વાેsેજ મ°s�Hકેશન માટે

મેમરી ટH ીક: "CHASE 2V - કેપેDસટસK 2× વાેsેજ ઉQ� કરવા માટે અાેsરને0ટ[ગ સHાય અેન±K  રાખે છે"

!"ન 5(અ) [3 મા'(]  
IC નાે ઉપયાેગ કરીને +5v પાવર સ2ાય માટે સ6કc ટ ડાયાSામ દાેરાે અન ેટંૂકમાં સમ9વાે.

જવાબ:

             D1
    AC o------|>|-------+----o Output
    Input               |    (+2Vp)
               |        |
               C1       C2
               |        |
              GND      GND

             D1         
    AC o------|>|-------+----o Output
    Input     |         |    (+2Vp)
              |         |
              C1        C2
              |         |
              |    D2   |
              +---|<|---+
              |
             GND
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7805 નાે ઉપયાેગ કરીને 5V પાવર સ2ાય:

ઘટકા:ે T²જ રે]Cફાયર (D1-D4), 0ફsર કેપેDસટર (C1), 7805 રે�યુલેટર, અાઉટપુટ કેપેDસટર (C2)

કાય(પ^>ત: રે]Cફાયર �ારા AC ને DC માં *પાંત0રત, C1 �ારા 0ફsર, 7805 �ારા ચાેMસ 5V માં 0નય'મત

>વશેષતાઅાે: શાેટK -સ0ક> ટ cાેટે«ન, થમKલ શટડાઉન, 1A સુધી કરંટ Lમતા

ઉપયાેગાે: 0ડwજટલ સ0ક> ટ્સ, માઇXાેકjNાેલસK, ઇલેCNાે0નp cાેજC્ેસ

મેમરી ટH ીક: "FIRM વાેsેજ - 0ફsડK  ઇનપુટ, 7805 �ારા રે�યુલેટેડ eiર વાેsેજ બનાવે છે"

!"ન 5(બ) [4 મા'(]  
પાવર સ2ાયના સંદભ(માં લાેડ રે�યુલેશન અને લાઇન રે�યુલેશનની ચચા( કરાે.

જવાબ:

રે�યુલેશન પરફાેમ(F ક�સ(:

લાેડ રે�યુલેશન:

YાZા: લાેડ કરંટ પ0રવતKન છતાં eiર અાઉટપુટ વાેsેજ gળવવાની Lમતા

સૂe: % લાેડ રે�યુલેશન = ((VNL - VFL)/VFL) × 100

મહz: @વ@વધ લાેડ માંગ માટે eiર વાેsેજ સુ0નwxત કરે છે

અાદશ( મૂh: 0% (લાેડ પ0રવતKન સાથે અાઉટપુટ વાેsેજમાં કાેઈ ફેરફાર નહ³)

લાઇન રે�યુલેશન:

YાZા: ઇનપુટ વાેsેજમાં ફેરફાર છતાં eiર અાઉટપુટ gળવવાની Lમતા

        D1    D2
    o---|>|---|>|---+-----+--------o
AC       |         |     |        +5V
Input    +--|>|--+ |    7805      Output
         |  D3   | |     |
         +--|>|--+ |     |
         |  D4     C1    C2
         |         |     |
    o----+---------+-----+--------o
                  GND

    Vout           Vout
     ^              ^
     |              |
     |--            |--
     |  \           |  \
     |   \ Load     |   \ Line
     |    \         |    \
     +------->      +------->
           Iload           Vin
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સૂe: % લાઇન રે�યુલેશન = (ΔVout/ΔVin) × 100

મહz: મેઇF વાેsેજ ¥લ´�ુઅેશનથી સ0ક> ટ્સને બચાવ ેછે

અાદશ( મૂh: 0% (ઇનપુટ પ0રવતKન સાથ ેઅાઉટપુટ વાેsેજમાં કાેઈ ફેરફાર નહ³)

મેમરી ટH ીક: "LIVER aાµ - ઇનપુટ વે0રઅેશન માટે લાઇન રે�યુલેશન, બાq રેDઝEF ફેરફારાે માટે લાેડ રે�યુલેશન"

!"ન 5(ક) [7 મા'(]  
સ6કc ટ ડાયાSામ સાથ ેLM317 નાે ઉપયાેગ કરીને અેડજEેબલ વાે[ેજ રે�યુલેટર સમ9વાે.

જવાબ:

LM317 અેડજEેબલ રે�યુલેટર સ6કc ટ:

કાય(પ^>તના ેJસ^ાંત:

મૂળભૂત અાેપરેશન: LM317 અાઉટપુટ અન ેઅેડજEમેj 'પન વvે 1.25V gળવે છે

અાઉટપુટ વાે[ેજ: Vout = 1.25V(1 + R2/R1) + IADJ(R2)

સરળીકૃત સૂe: Vout ≈ 1.25V(1 + R2/R1) (IADJ ખૂબ નાનાે હાેવાથી)

અેડજEમે� રે�: ઇનપુટ વાેsેજના અાધારે 1.25V થી 37V

>વશેષતાઅા:ે

કરંટ xમતા: 1.5A સુધીના ેઅાઉટપુટ કરંટ

!ાેટે�ન: અાંત0રક થમKલ અાેવરલાેડ અને શાેટK  સ0ક> ટ cાેટે«ન

ફાયદા: સરળ 0ડઝાઇન, 9ુનતમ બાq ઘટકાે, eiર અાઉટપુટ

ઉપયાેગાે: વે0રઅેબલ પાવર સHાય, બેટરી ચાજKર, કEમ વાેsેજ રે�યુલેટસK

મેમરી ટH ીક: "VAIR 0નયંhણ - વે0રઅેબલ અેડજEેબલ ઇTj~ેટેડ રે�યુલેટર વાેsેજન ેચાેMસપણે 0નયં@hત કરે છે"

!"ન 5(અ) OR [3 મા'(]  
સાૈર બેટરી ચાજ(ર સ6કc ટની કાય(પ^>ત સમ9વા.ે

જવાબ:

સાૈર બેટરી ચાજ(ર �લાેક ડાયાSામ:

                   R1
     +Vin o---+----www----+
              |           |
              |    ADJ    |
              |  +-----+  |
              +--| 317 |--+--o +Vout
                 |     |     |
                 +-----+     |
                             R2
                             |
                            GND
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સાેલર 
પેનલ

ચાજK કંટN ાેલર બેટરી લાેડ/અાઉટપુટ

 

ઘટકા:ે સાેલર પેનલ, ચાજK કંટN ાેલર, બેટરી, cાેટે«ન સ0ક> ટ્સ

કાય(પ^>તનાે Jસ^ાંત: સાેલર પેનલ DC જનરેટ કરે છે, કંટN ાેલર ચાwજ�ગ કરંટને 0નયં@hત કરે છે

ચાજ( ફેઝ: બ¶ ચાwજ�ગ (eiર કરંટ), અે·ાે¸Kન (eiર વાેsેજ), ¥લાેટ (gળવણી)

!ાેટે�ન >વશેષતાઅાે: અાેવરચાજK cાેટે«ન, ડીપ 0ડ¹ાજK 'cવેºન, 0રવસK પાેલા0રટી

મેમરી ટH ીક: "SCBL DસEમ - સાેલર પેનલ સૂયKcકાશને ક»વટK  કરે છે, બેટરી સં~હ કરે છે, લાેડ વપરાશ કરે છે"

!"ન 5(બ) OR [4 મા'(]  
UPS ની કાય(પ^>ત સમ9વાે.

જવાબ:

UPS �લાેક ડાયાSામ:

YાZા: અનઇjર�¼બલ પાવર સHાય મુ/ સHાય 0ન½ળતા દર'મયાન બેકઅપ પાવર cદાન કરે છે

!કારાે: અાેફલાઇન (Eે�બાય), લાઇન-ઇjરે]Cવ, અાેનલાઇન (ડબલ ક»વઝKન)

ઘટકા:ે રે]Cફાયર, બેટરી, ઇ»વટKર, કંટN ાેલ સ0ક> ટN ી, ટN ાFફર �aચ

અાેપરેશન: સામા9 રીતે 0ફsર કરેલ મેઇF પાવર પસાર કરે છે, અાઉટેજ દર'મયાન બેટરી પર �aચ કરે છે

મેમરી ટH ીક: "PRIME પાવર - મેઇF ઇલે]CNDસટી સમ�ાઅાે દર'મયાન પાવર અખં0ડત રહે છે"

!"ન 5(ક) OR [7 મા'(]  
SMPS �લાેક ડાયાSામ તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા સાથે દાેરાે અને સમ9વાે.

જવાબ:

SMPS �લાેક ડાયાSામ:

    +------+    +-------+    +--------+
    |      |    |       |    |        |
AC--+ Rect +----+ Batt. +----+ Invert +---AC
    |      |    |       |    |        |
    +------+    +-------+    +--------+
       |                         |
       +---------+---------------+
                 |
              Control
              Circuit
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AC 
ઇનપુટ

EMI 
0ફsર

રે]Cફાયર

હાઈ-0��Fી �aચ ટN ાFફાેમKર અાઉટપુટ 
રે]Cફાયર

0ફsર DC અાઉટપુટ

ફીડબેક કંટN ાેલ 
સ0ક> ટ

 

કાય(પ^>તના ેJસ^ાંત:

ઇનપુટ Eેજ: AC રે]Cફાયર �ારા અનરે�યુલેટેડ DC માં *પાંત0રત

�}�ચK ગ Eેજ: હાઈ-0��Fી ટN ાefEસK DC ને પzમાં કાપે છે

ટH ાFફાેમ(ર: ઉv અાવતKન પર અાઇસાેલેટ અને વાેsેજ ટN ાFફાેમK કરે છે

અાઉટપુટ Eેજ: �ીન DC ઉQ� કરવા માટે રે]Cફાય અને 0ફsર કરે છે

ફીડબેક લૂપ: અાઉટપુટને માે0નટર કરે છે અને 0નયમન માટે �awચ[ ગ અેડજE કરે છે

ફાયદા:

કાય(xમતા: Uલ0નયર સHાય માટે 30-60% ની સરખામણીઅે 70-90%

કદ/વજન: ઉv-અાવતKન અાેપરેશનને કારણે નાના ટN ાFફાેમKર

હીટ જનરેશન: અાેછાે પાવર 0ડDસપેશન, ઘટાડેલી કૂUલ[ ગ જ*0રયાતાે

વાઇડ ઇનપુટ રે�: @વશાળ ઇનપુટ વાેsેજ વે0રઅેશન પર અાેપરેટ કરી શકે છે

ગેરફાયદા:

જ6ટલતા: Uલ0નયર સHાય કરતા ંવધુ જ0ટલ 0ડઝાઇન

EMI/RFI: ઇલેCNાેમે�ે0ટક ઇjરફેરF ઉQ� કરે છે

નાેઇઝ: �awચ[ ગ અાેપરેશનને કારણે ઉv અાઉટપુટ નાેઇઝ

ખચ(: અાેછી-પાવર અે�HકેશF માટે વધુ ખચાKળ

મેમરી ટH ીક: "FISH ફેCસK - �ી�Fી �awચ[ ગ, અાઇસાેલેશન, નાનું કદ, ઉv કાયKLમતા SMPS ના ફાયદા છે"

મુZ કાેFે�્સના ેસારાંશ  

ટH ાVWEર બાયJસK ગ અને EેTબUલટી  

બાયJસK ગ પ^>તઅા:ે 0ફo બાયસ, કલેCર ફીડબેક, અે'મટર બાયસ, વાેsેજ 0ડવાઇડર (સાૈથી eiર)

થમ(લ EેTબUલટી: થમKલ રનઅવે અટકાવવા માટે અે'મટર રેDઝEસK, વાેsેજ 0ડવાઇડર બાયસ, હીટ Dસ[pના ેઉપયાેગ

EેTબUલટી ફેfર (S): નીચું મૂ\ તાપમાન પ0રવતKન સામે વધુ સારી eiરતા દશાKવ ેછે

અે12ીફાયર પેરામીટસ(  

CE અે12ીફાયર: ઉv વાેsેજ ગેઇન (50-500), મrમ ઇનપુટ ઇ�`ડF, 180° ફેઝ Dશ|

h-પેરામીટસ(: h11 (ઇનપુટ ઇ�`ડF), h21 (કરંટ ગેઇન), h12 (0રવસK વાેsેજ રેDશયાે), h22 (અાઉટપુટ અેડ'મટF)

nીoFી 6રpાેF: 0નમ્

nીoFી 6રpાેF  
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પેરામીટર સૂe વણ(ન

વાેsેજ ગેઇન (Av) Vout/Vin અાઉટપુટથી ઇનપુટ વાેsેજનાે ગુણાે8ર

કરંટ ગેઇન (Ai) Ic/Ib કલેCરથી બેઝ કરંટનાે ગુણાે8ર

બે�@વડ્થ f2 - f1 કટઅાેફ પાેઇj્સ વvેની અાવતKન રે�

લાેડ રે�યુલેશન ((VNL-VFL)/VFL)×100% લાેડ ચે� સાથે વાેsેજ eiરતા

લાઇન રે�યુલેશન (ΔVout/ΔVin)×100% ઇનપુટ ચે� સાથે વાેsેજ eiરતા

EેTબUલટી ફેCર (S) ΔIC/ΔICBO લીકેજ સામે કલેCર કરંટમાં ફેરફાર

LM317 અાઉટપુટ 1.25V(1+R2/R1) અેડજEેબલ રે�યુલેટર અાઉટપુટ વાેsેજ

રેઝાેનj �ી�Fી 1/(2π√LC) �ુ� અેGHીફાયર રેઝાેનF પાેઇj

kનq અાવત(નાે પર: કપUલ[ ગ કેપેDસટસKની અસરાેને કારણે ગેઇન ઘટે છે

મr અાવત(નાે પર: મહ8મ ગેઇન Lેh, સમતલ c@તસાદ

ઉs અાવત(નાે પર: અાંત0રક કેપેDસટF અને 'મલર ઇફેCને કારણે ગેઇન ઘટે છે

કપUલK ગ પ^>તઅાે  

RC કપUલK ગ: સરળ, અાેછી 0ક[ મત, સારાે અાવતKન c@તસાદ (ખૂબ 0નy અાવતKનાે Dસવાય)

ટH ાFફાેમ(ર કપUલK ગ: સારંુ ઇ�`ડF મેwચ[ ગ, ઉ8મ કાયKLમતા, માેટંુ અને ખચાKળ

ડાયરેf કપUલK ગ: ઉ8મ 0નy-અાવતKન c@તસાદ, DC બાયસ સમ�ાઅાે, ઇTj~ેટેડ સ0ક> ટ્સમાં વપરાય છે

!ે�fકલ અે�2કેશF  

��પર & �ે]ર: વેવફાેમK શે'પ[ ગ, મયાK0દત, લેવલ Dશ]|[ ગ સ0ક> ટ્સ

વાે[ેજ મ�[2ાયસ(: અાેછા AC ઇનપુટથી ઉv DC વાેsેજ જનરેટ કરે છે (ડબલર, 0ટNપલર, વગેરે)

ડાUલ� �ટન પેર: પાવર અે�HકેશF માટે સુપર-હાઈ કરંટ ગેઇન કાેw¾ગરેશન

OLED 6ડ�2ે: ઉv કાેjNાE, ઊgK કાયKLમતા સાથે અાેગ¡0નક લાઇટ-અે'મ0ટ[ગ ડાયાેડ

પાવર સ2ાય સ6કc ટ્સ  

વાે[ેજ રે�યુલેટસ(: 78xx Dસરીઝ (પાેDઝ0ટવ), 79xx Dસરીઝ (નેગે0ટવ), LM317 (અેડજEેબલ)

SMPS: નાના કદ પરંતુ વધુ જ0ટલતા સાથે ઉv-કાયKLમતા �aચ-માેડ પાવર સHાય

UPS: બેટરી-ઇ»વટKર DસEમનાે ઉપયાેગ કરીને અાઉટેજ દર'મયાન બેકઅપ પાવર અાપ ેછે

સાેલર ચાજ(સ(: અાેવરચાજK cાેટે«ન સાથે બેટરી ચાજK કરવા માટે સાૈર ઊgKને *પાંત0રત કરે છે

યાદ રાખવા માટે મહzપૂણ( સૂeાે  

ઇલેfHાેkનક સ6કc ટ્સ માટે પરીxા 6ટ�સ  
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1. પહેલા બેCઝ' દાેરાે: @વગતા ેઉમેરતા પહેલા હંમેશા બેDઝક સ0ક> ટ ડાયા~ામથી શ*અાત કરાે

2. �ુવીયતાઅાે યાદ રાખા:ે વાેsેજ ¿ુવીયતા અન ેકરંટ 0દશાઅાે પર rાન અાપાે

3. તુલના કાેbકમા ંકરાે: મા0હતીને �વeiત કરવા માટે તુલના cÀનાે માટે કાેÁકનાે ઉપયાેગ કરાે

4. !ે�fકલ ઉપયાેગાે પર rાન કેિ��ત કરા:ે સૈVાં@તક /ાલાેન ેવા¯ત@વક-@વ� અે�HકેશF સાથે gેડાે

5. નંબરાે 9ણાે: 0ટ'પકલ મૂ\ાે (ગેઇF, ઇ�`ડF, વાેsેજ) યાદ રાખાે

6. નેમાેkન'નાે ઉપયાેગ કરાે: જ0ટલ સંક®નાઅા ેઅન ેસૂhાે માટે મેમરી અેઇડ્સ બનાવાે

સામા� ભૂલાે ટાળાે  
1. બાયJસK ગ >મ' અપ: @વ@વધ બાયDસ[ ગ પV@તઅા ેઅને તેમના EેTબUલટી ફેCસKને Â'મત ન કરાે

2. પેરામીટર ક��ુઝન: h-પેરામીટસKની �ા/ાઅાે �Á અને અલગ રાખાે

3. સાઇન અેરસ(: કાેમન અે'મટર કાેw¾ગરેશનમા ંફેઝ ઇ»વઝKF (180° Dશ|) યાદ રાખાે

4. રે�યુલેશન ફાે�ુ(લા: લાેડ રે�યુલેશન અને લાઇન રે�યુલેશન સૂhાે 'મp ન કરાે

5. ડાયાSા� અાેવરકાેિ12કે6ટK ગ: સ0ક> ટ અારેખાે સરળ અને મુ/ ઘટકાે પર કેિ»Ãત રાખાે

Voક રેફરF: કાે]ાેન� Jસ�ાેલ  

Transistor (NPN)    Transistor (PNP)    Diode        LED
    C                   C                 A            A
    |                   |                 |            |
    |                   |                 +-|>|-+      +-|>|-+
    B---|               B---|             K            K  \/
    |                   |
    E                   E

Resistor     Capacitor    Inductor    Transformer
  --www--     --||--      --OOOO--    --OOOO--
                                       --OOOO--
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